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Аннотация. Проведен сравнительный анализ фазовых методов исследования фотоэлектрического откли-
ка на примере сканирования полупроводниковой структуры лазерного диода на основе AlGalnP в направ-
лении, перпендикулярном плоскости p–n перехода. Экспериментально выявлено и теоретически обосно-
вано различие в результатах, получаемых с помощью фазового и дифференциально-фазового методов ис-
следования. Показано, что дифференциально-фазовый метод исследования позволяет получать
дополнительную информацию об оптических свойствах материалов гетероструктуры, которая отсутству-
ет в результатах, получаемых фазовым методом
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ВСТУПЛЕНИЕ
Развитие полупроводниковой электрони-
ки в наше время требует применения быстрых
неразрушающих методов исследования и кон-
троля полупроводниковых структур. Известно
множество методов, основанных на использо-
вании ряда оптических, электрических и рент-
геновских измерений [1]. Особое место среди
них занимает метод сканирующей лазерной
микроскопии LBIC (Light Beam Induced
Current) [2], основанный на появлении фото-
ЭДС при локальной засветке пространственно
неоднородного слоя полупроводникового ма-
териала.
Источником информации в этом методе
является амплитуда и фаза фототока, который
наводится в приповерхностном слое исследуе-
мой полупроводниковой структуры при ее ска-
нировании сфокусированным лазерным пуч-
ком (амплитудно-модулированным в случае
измерения фазы). В связи с этим, в методе
LBIC различают амплитудный [2] и фазовый
[3] режимы измерения. Амплитудный режим в
основном используется для контроля качества
изготовления солнечных элементов [4]. Одна-
ко, как и другие амплитудные методики, он
имеет существенный недостаток— сгенериро-
ванные светом возле поверхности носители за-
ряда при распространении в объеме полупро-
водника «расплываются», что приводит к
уменьшению общей амплитуды тока и соот-
ветственно к уменьшению контрастности по-
лученных изображений.
С другой стороны, как показано в [3], ис-
пользование в качестве источника информа-
ции фазыфототока дает возможность получать
ряд дополнительных сведений о свойствах по-
лупроводника, связанных с временем жизни
2015 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА Т.58 № 4
50 ISSN 0021—3470. Радиоэлектроника. 2015. № 4.
Электронный вариант статьи: http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347015040068
© Коленов С. А., 2015
